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Antimoneto de galio (GaSb) é um semicondutor que caracteriza-se por exibir band gap (banda proibida) de aproximadamente 0.72 eV a 300K. GaSb quando
irradiado com feixes de ions torna-se poroso, aumentando significativamente sua drea superficial. Isso favorece reagdes quimicas que ocorrem na superficie,
caracteristica muito favoravel para seu uso no desenvolvimento de sensores de gas. Uma das técnicas utilizadas no estudo deste material foi retro espalhamento
Rutherford (RBS), que permite identificar a profundidade e a concentragdo de cada elemento na amostra. Outra técnica utilizada foi a difracdo de raios-X, que

possibilita identificar a estrutura cristalina do material. - = .
- . . — Difragao de Raios-X

Formacgdo por Sputtering e irradiagdo

: . " " (c) 1205 Irradiadas 2E14 (a)
Os filmes de GaSb foram fabricados por sputtering sobre substratos de Si a 100 | GaSP(111) =
temperatura ambiente. - | =
Apds airradiagdo com ions de Au, 17 MeV, as amostras ficaram porosas e o —— 200
aumentaram a sua espessura. _’f*\k o i GaSb(311)
Sio, aSb St g

Intensidade
Intensidade

S| = 100 i N3o irradiadas (b)
— 20 NI
. o~ , e 50 — Gasr’“’”) —— 50 NI
Irradicdo por ions e o | =
50 — 200 NI
——— 300 NI
&L 40 — it e Gasb(311)
! 20 A b SO . =
T T T 20
205 230 ;g(Gfaous)so 26 (Graus)
Figura 1: Representagdo esquematica das amostras antes e depois da irradiagdo. Figura 4: XRD de amostras de GaSb com diferentes fluéncias e espessuras
Rutherford BaCkscatterlng SpeCtromEtry Os gréficos (a) e (b) sugerem o aumento do pico do GaSb o que indica a
o formacao de cristalitos . Apds a irradiagdo observa-se um aumento na
P Q) ' —20nm @ amplitude dos picos. O grafico (c) € uma comparacdo entre o grafico (a) e (b).
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Figura 2: RBS para amostras de GaSb com espessuras diferentes (a) ndo irradiadas, : escala
(b) irradiadas com 2E14cm2 e o (c) comparacdo entre o grafico (a) e (b) .
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No espectro de RBS é possivel identificar a presenca de Ga, Sb e O, bem como
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0 Si do substrato e da camada de SiO,. Também conseguimos identificar uma
mudanca na declividade do platé do Si e dos picos de Ga e Sb, o que indica um AgradeCImentos
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